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【はじめに】 

これまでに、p 型 GaInN をゲートに用いた AlGaN/GaN HFET 構造を用いることによって、

高感度かつ可視領域に受光感度を有する光センサーの実現が可能であることを報告してきた。

本研究では、p 型 GaInN の InN モル分率を増大することによって、吸収端をさらに長波長化

することが可能であるか、また暗電流の低減に向け AlGaN/GaN構造の最適化を行ったのでそ

の検討結果について報告する。 

【実験・結果】 

図 1に作製したデバイス構造を示す。MOVPE法により c面サファイヤ基板上に低温バッフ

ァ層を介して u-GaN (3 µm)、u-AlxGa1-xN (20 nm)、p-Ga0.80In0.20N (40 nm)を製膜した。AlGaNは

AlNモル分率 8%、13％、20％の 3種類を作製した。その後、反応性イオンエッチング装置を

用い、受光層部分のみを残し p-GaInN層をエッチングにより除去し u-AlGaN上にドレイン・

ソース電極を形成した。これらのドレイン・ソース電極は、Ti/Al/Ti/Au (30 nm/100 nm/20 

nm/150 nm)を用いた。また、ドレイン・ソース間距離は 8 μm、ゲート幅は 100 μmである。

また、光を受光する受光部は 2.5×100 μmと設計した。図 2は、作製したデバイスの分光感度

特性を測定した結果である。本デバイスは、受光感度で 1.0×10
5
 A/W(@480nm)という極めて

高い値を得ることができた。また、図 3 より AlGaN の AlN モル分率を低くすることにより、

暗電流の低減（電圧 5V時）が可能であった。 
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図 1 デバイス構造 図 2 分光感度特性 図 3 暗電流特性 
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